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(57) Abstract: The invention relates to an optoelectronic semiconductor component comprising at least one optoelectronic semi-
conductor chip (1), which comprises a radiation passage surface (11), wherein the radiation passage surface (11) is formed on a
main surface (10) of the semiconductor chip (1); a cover plate (2), which is fastened to the optoelectronic semiconductor chip (1)
and spans the entire radiation passage surface (11) of the semiconductor chip (1), wherein the cover plate (2) laterally protrudes
over the semiconductor chip (1); a contact point (3), which is fastened to the cover plate (2) on the side of the cover plate (2) fa-
cing the semiconductor chip (1); wherein the contact point (3) is connected in an electrically conductive manner to at least one
connection point (13) of the semiconductor chip (1) by means of a connecting element (4); and the connection point (13) is arran-
ged on the main surface (10) of the semiconductor chip (1).

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der néichsten Seite]
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Es wird ein otoelektronisches Halbleiterbauteil angegeben, mit zumindest einem optoelektronischen Halbleiterchip (1), der eine
Strahlungsdurchtrittfldche (11) aufweist, wobei die Strahlungsdurchtrittflache (11) an einer Haupttldche (10) des Halbeiterchips
(1) ausgebildet ist; einer Abdeckplatte (2), die am optoelektronischen Halbleiterchip (1) befestigt ist und die gesamte Strahlungs-
durchtrittflache (11) des Halbleiterchips (1) tiberspannt, wobei die Abdeckplatte (2) den Halbleiterchip (1) seitlich iiberragt; einer
Kontaktstelle (3), die an der dem Halbleiterchip (1) zugewandten Seite der Abdeckplatte (2) an der Abdeckplatte (2) befestigt ist;
wobei die Kontaktstelle (3) mittels eines Verbindungselements (4) mit zumindest einer Anschlussstelle (13) des Halbleiterchips
(1) elektrisch leitend verbunden ist; und die Anschlussstelle (13) an der Hauptfléche (10) des Halbeiterchips (1) angeordnet ist.
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Beschreibung

Optoelektronisches Halbleiterbauteil und Verfahren zur

Herstellung eines optoelektronischen Halbleiterbauteils

Es wird ein optoelektronisches Halbleiterbauteil angegeben.
Darliber hinaus wird ein Verfahren zur Herstellung eines

optoelektronischen Halbleiterbauteils angegeben.

Bei dem optoelektronischen Halbleiterbauteil kann es sich
beispielsweise um eine Leuchtdiode, eine Laserdiode oder einen

optischen Detektor handeln.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauteils umfasst das optoelektronische
Halbleiterbauteil zumindest einen optoelektronischen
Halbleiterchip. Bei dem optoelektronischen Halbleiterchip kann
es sich um einen strahlungsemittierenden oder
strahlungsempfangenden optoelektronischen Halbleiterchip
handeln. BReispielsweise handelt es sich bei dem Halbleiterchip
um einen Lumineszenzdiodenchip, wie etwa einen
Leuchtdiodenchip oder einen Laserdiodenchip. Dariber hinaus
ist es moglich, dass es sich bei dem Halbleiterchip um einen

Fotodiodenchip handelt.

Der zumindest eine optoelektronische Halbleiterchip weist eine
Strahlungsdurchtrittsflache auf. Die
Strahlungsdurchtrittsfliache ist diejenige Fl&che, durch die im
Betrieb des optoelektronischen Halbleiterchips die erzeugte
elektromagnetische Strahlung austritt oder die zu
detektierende elektromagnetische Strahlung eintritt. Die

Strahlungsdurchtrittsflache ist vorzugsweise an einer
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Hauptflache des Halbleiterchips ausgebildet. Beigpielsweise
weist der Halbleiterchip eine quaderfdrmige Form auf. Die
Hauptflache ist dann durch die Deckflache des Quaders
gebildet. Handelt es sich bei dem optoelektronischen
Halbleiterchip um einen strahlungsemittierenden
Halbleiterchip, so tritt die erzeugte Strahlung vorzugsweise
zumindest im Wesentlichen nur durch die
Strahlungsdurchtrittsfldache an dieser Hauptflache aus und
nicht beispielsweise durch die Seitenfldchen des

Halbleiterchips.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauteils umfasst das Halbleiterbauteil eine
Abdeckplatte. Bei der Abdeckplatte handelt es sich um eine
strahlungsdurchlédssige, starre, selbsttragende Platte.
Insbesondere handelt es sich bei der Abdeckplatte nicht um
eine Folie, sondern die Abdeckplatte kann mechanisch tragende
Eigenschaften im optoelektronischen Halbleiterbauteil
Ubernehmen. Die Abdeckplatte ist am optoelektronischen
Halbleiterchip befestigt. Umfasst das optoelektronische
Halbleiterbauteil mehrere optoelektronische Halbleiterchips,
so sind samtliche optoelektronische Halbleiterchips an

derselben Seite der Abdeckplatte an dieser befestigt.

Die Abdeckplatte lberspannt dabei die gesamte
Strahlungsdurchtrittsflache des zumindest einen
Halbleiterchips. Das heiRt, der zumindest eine Halbleiterchip
ist mit seiner Strahlungsdurchtrittsfldche an der Abdeckplatte
befestigt, wobei die Abdeckplatte iber die
Strahlungsdurchtrittsfliache ibersteht, so dass sie die gesamte
Strahlungsdurchtrittsflache Uberdeckt. Die Abdeckplatte ist

dem Halbleiterchip an seiner Strahlungsdurchtrittsflache also
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in Hauptabstrahlrichtung des Halbleiterchips - falls es sich
um einen strahlungserzeugenden Halbleiterchip handelt -
nachgeordnet. Vom Halbleiterchip im Betrieb emittierte oder zu
detektierende elektromagnetische Strahlung tritt durch die
Abdeckplatte. Ferner ist die Abdeckplatte derart grol gewdhlt,
dass sie den Halbleiterchip seitlich dberragt. Das heilt, der
zumindest eine Halbleiterchip ist beispielsweise in seiner
lateralen Ausdehnung kleiner gewahlt als die Abdeckplatte, so
dass die Abdeckplatte an samtlichen Seitenflédchen des
optoelektronischen Halbleiterchips lateral {iber diesen
ibersteht. Umfasst das optoelektronische Halbleiterbauteil
mehrere optoelektronische Halbleiterchips, so iiberspannt die
Abdeckplatte samtliche Strahlungsdurchtrittsflachen der

Halbleiterchips und tberragt alle Halbleiterchips seitlich.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauteils umfasst das Halbleiterbauteil ferner eine
Kontaktstelle, die an der dem Halbleiterchip zugewandten Seite
der Abdeckplatte an der Abdeckplatte befestigt ist. Uber die
Kontaktstelle des optoelektronischen Halbleiterbauteils kann
der zumindest eine Halbleiterchip elektrisch kontaktiert
werden. Die Kontaktstelle ist beispielsweise lateral seitlich
vom Halbleiterchip an der gleichen Seite der Abdeckplatte

angeordnet wie der Halbleiterchip selbst.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauteils ist die Kontaktstelle des
Halbleiterbauteils mittels eines Verbindungselements mit
zumindest einer Anschlussstelle des Halbleiterchips elektrisch
leitend verbunden. Das heilBt, von der Kontaktstelle fihrt ein
Verbindungselement, das sich im elektrischen Kontakt mit der

Kontaktstelle befindet zu einer Anschlussstelle des
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Halbleiterchips. Bei der Anschlussstelle des Halbleiterchips
handelt es sich beispielsweise um eine Metallisierung auf der
Hauptflidche des Halbleiterchips, welche auch die
Strahlungsdurchtrittsflache des Halbleiterchips umfasst. Das
heiBt, die Anschlussstelle ist an der Hauptfldche des
Halbleiterchips, welche die Strahlungsdurchtrittsflache des
Halbleiterchips umfasst, angeordnet. Von der Anschlussstelle
ausgehend kdénnen beigpielsweise Stromverteilungsbahnen auf der
Hauptflidche des Halbleiterchips angeordnet sein, so dass der
Uber die Anschlussstelle eingepragte Strom iilber die gesamte

Hauptflache des Halbleiterchips verteilt werden kann.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauteils umfasst das Halbleiterbauteil zumindest
einen optoelektronischen Halbleiterchip, der eine
Strahlungsdurchtrittsflidche aufweist, wobei die
Strahlungsdurchtrittsflache an einer Hauptflache des
Halbleiterchips ausgebildet ist. Ferner umfasst das
Halbleiterbauteil eine Abdeckplatte, die am optoelektronischen
Halbleiterchip befestigt ist und die gesamte
Strahlungsdurchtrittsflidche des Halbleiterchips ilberspannt,
wobei die Abdeckplatte den Halbleiterchip seitlich iUberragt.
Darliber hinaus umfasst das optoelektronische Halbleiterbauteil
eine Kontaktstelle, die an der dem Halbleiterchip zugewandten
Seite der Abdeckplatte an der Abdeckplatte befestigt ist,
wobei die Kontaktstelle mittels eines Verbindungselements mit
zumindest einer Anschlussstelle des Halbleiterchips elektrisch
leitend verbunden ist und die Anschlussstelle an der
Hauptflidche des Halbleiterchips angeordnet ist, die die
Strahlungsdurchtrittsflache des Halbleiterchips umfasst.
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Das Halbleiterbauteil zeichnet sich dabei unter anderem durch

die folgenden Vorteile aus:

- Die Abdeckplatte verleiht dem optoelektronischen
Halbleiterchip eine mechanische Stabilit&t, so dass
beispielsweise auch optoelektronische Halbleiterchips
Verwendung finden kodnnen, die kein oder nur ein sehr dinnes
Aufwachssubstrat aufweisen. Beispielsweise kdnnen die
Halbleiterchips lediglich epitaktisch gewachsenen Schichten

umfassen und eine Dicke von 20 um oder weniger aufweisen.

- Die Abdeckplatte an der Strahlungsdurchtrittsflache des
optoelektronischen Halbleiterchips kann zur Abfihrung von im
Betrieb im Halbleiterchip erzeugter Warme von diesem dienen.

Sie wirkt also fir den Halbleiterchip als Warmesenke.

- Der Halbleiterchip kann tber ein Verbindungselement
elektrisch mit der Kontaktstelle des Halbleiterbauteils
verbunden sein, so dass beispielsweise das Verbinden des
Halbleiterchips iber einen Kontaktdraht (also beispielsweise
ilber so genanntes Wirebonding) entfallen kann. Dies erhdoht die
mechanische Stabilitat des optoelektronischen
Halbleiterbauteils. Dadurch kann beispielsweise die mittlere
Lebensdauer des optoelektronischen Halbleiterbauteils erhdht
sein, da die Gefahr des AbreiBens oder Brechens eines

Bonddrahts nicht mehr besteht.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauteils ist das Verbindungselement auf der dem
Halbleiterchip zugewandten Seite der Abdeckplatte an der
Abdeckplatte befestigt. BReispielsweise kann es sich bei dem

Verbindungselement um eine Metallisierung handeln, die direkt
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auf die Abdeckplatte an der Seite der Abdeckplatte aufgebracht
ist, die dem Halbleiterchip zugewandt ist. Die Metallisierung
kann iUber Herstellungsverfahren wie Druckprozesse, Aufdampfen,
Sputtern, Rakeln oder epitaktische Verfahren auf die
Abdeckplatte aufgebracht werden. Das Verbindungselement kann
dabei eines der folgenden Materialien enthalten oder aus einem
der folgenden Materialien bestehen: Titan, Platin, Silber,
Rhodium, Kupfer, Gold, Aluminium. Dariber hinaus ist es
moéglich, dass das Verbindungselement mit oder aus einem
transparenten leitfahigen Oxid (TCO - Transparent Conductive
Oxide) gebildet ist. Das Verbindungselement ist dann
elektrisch leitend und flir im Halbleiterchip
erzeugte/detektierte elektromagnetische Strahlung durchléssig,

beispielsweise transparent.

Ein Verbindungselement, das als dinne Schicht auf die
Abdeckplatte aufgebracht ist, zeichnet sich insbesondere durch
eine bessere mechanische Stabilitdt als beispielsweise ein

Drahtkontakt aus.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauteils bedeckt das Verbindungselement die
Abdeckplatte an ihrer dem Halbleiterchip zugewandten Seite bis
auf einen Bereich in der Strahlungsdurchtrittsfliche des
Halbleiterchips vollstandig. Das heilt, zumindest direkt Uber
der Strahlungsdurchtrittsflache des Halbleiterchips ist ein
Bereich auf der Abdeckplatte ausgebildet, an dem diese nicht
vom Verbindungselement bedeckt ist. Beispielsweise kann die
Abdeckplatte im Bereich der gesamten
Strahlungsdurchtrittsflache des Halbleiterchips frei vom
Verbindungselement sein. Das Verbindungselement ist dann an

denjenigen Stellen der Abdeckplatte ausgebildet, die nicht
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direkt iber der Strahlungsdurchtrittsfliche des
Halbleiterchips liegen. Das Verbindungselement kann also
direkt Uber dem Halbleiterchip lediglich auf Bereiche der
Abdeckplatte aufgebracht sein, die deckungsgleich sind mit
Anschlussstellen des Halbleiterchips auf der Hauptflache des
Halbleiterchips, welche die Strahlungsdurchtrittsflache
umfasst. Dadurch ist sichergestellt, dass der maximal mdgliche
Anteil der im Betrieb des Halbleiterchips emittierten oder
aufzunehmenden Strahlung durch die Strahlungsdurchtrittsfléache
in die Abdeckplatte oder von der Abdeckplatte in die
Strahlungsdurchtrittsflidche gelangen kann. Andererseits kann
das Verbindungselement auf diese Weise besonders groRfléachig
ausgebildet werden, so dass das Verbindungselement
beispielsweise durch eine diinne Metallbeschichtung gebildet
sein kann, die trotz ihrer geringen Dicke geeignet ist, den

Halbleiterchip ausreichend mit Strom zu versorgen.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterchips ist das Verbindungselement
strahlungsdurchlédssig oder strahlungsreflektierend
ausgebildet. Fiir den Fall, dass das Verbindungselement
strahlungsreflektierend ausgebildet ist, kann es dazu dienen,
in die Abdeckplatte eingekoppelte elektromagnetische
Strahlung, die beispielsweise vom optoelektronischen
Halbleiterchip stammt, zu reflektieren. Das heiBt, mit Hilfe
des Verbindungselements kann beispielsweise eine Rickreflexion
auf Bereiche des Halbleiterbauteils, wie zum Beispiel die
Kontaktstelle des Halbleiterbauteils, verhindert werden,

wodurch sich die Effizienz des Halbleiterbauteils erhoht.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen

Halbleiterbauteils umschlielt das Verbindungselement die
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Strahlungsdurchtrittsflache des Halbleiterchips seitlich
vollstandig. In dieser Ausfithrungsform ist das
Verbindungselement auf der dem Halbleiterchip zugewandten
Seite der Abdeckplatte derart aufgebracht, dass die
Strahlungsdurchtrittsflache des Halbleiterchips von ihm
rahmenartig umschlossen ist. Beispielsweise kann sich das
Verbindungselement an der Hauptfldche des Halbleiterchips, die
die Strahlungsdurchtrittsflache umfasst, in Kontakt mit einer
Anschlussstelle oder mehreren Anschlussstellen des
Halbleiterchips auf der Hauptfliche befinden. Uber das
Verbindungselement, das die Strahlungsdurchtrittsflache
seitlich vollstandig umschlielRt, kann somit eine besonders
groRflachige Kontaktierung des Halbleiterchips erreicht

werden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauteils umschlielt die Kontaktstelle des
Halbleiterbauteils den Halbleiterchip seitlich wvollstandig.
Diese Ausfihrungsform erweist sich als besonders vorteilhaft
zusammen mit einem Verbindungselement, das die
Strahlungsdurchtrittsflache des Halbleiterchips seitlich
vollstandig umschlieBt. Das Verbindungselement stellt dann
eine groRflachige Verbindung zwischen der oder den
Anschlussstellen des Halbleiterchips und der Kontaktstelle des
Halbleiterbauteils her. Die Kontaktstelle des
Halbleiterbauteils selbst ist groRflachig ausgebildet, da sie
zum Beispiel die gesamte Strahlungsdurchtrittsflache des
Halbleiterchips seitlich umschlieRt. Auf diese Weise kann
elektrischer Strom besonders gleichmaRig in den Halbleiterchip
eingepragt werden. Die Kontaktstelle kann beispielsweise
rahmenfdrmig ausgebildet sein, wobei sich der Ausdruck

srahmenformig™ nicht auf die geometrische Form der
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Kontaktstelle beziehen muss. Das heiBt, die Kontaktstelle kann
rechteckig, rund, oval oder in anderen Formen ausgefithrt sein.
Wichtig ist in dieser Ausfithrungsform lediglich, dass die

Kontaktstelle den Halbleiterchip seitlich vollstandig umgibt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauteils umfasst die Abdeckplatte einen

Lumineszenzkonversionsstoff.

Beispielsweise kann die Abdeckplatte aus einem transparenten
Material wie Glas oder Kunststoff gebildet sein, in das, oder

auf das ein Lumineszenzkonversionsstoff gebracht ist.

Darliber hinaus ist es mdéglich, dass es sich bei der
Abdeckplatte um ein keramisches Material handelt, in das der

Lumineszenzkonversionsstoff eingebracht ist.

SchlieRlich ist es mdglich, dass die Abdeckplatte selbst aus
einem keramischen Lumineszenzkonversionsstoff wie

beispielsweise YAG:Ce gebildet ist.

Ferner kann der Lumineszenzkonversionsstoff als Schicht auf
die Abdeckplatte aufgebracht sein. Vorzugsweise ist der
Lumineszenzkonversionsstoff dann auf die dem Halbleiterchip
zugewandte Innenseite der Abdeckplatte aufgebracht. Zum
Beispiel kann der Lumineszenzkonversionsstoff in Form von
Partikeln in eine Silikonschicht eingebracht sein, die auf die

Abdeckplatte aufgebracht ist.

Die Abdeckplatte an der Strahlungsdurchtrittsfldche des
optoelektronischen Halbleiterchips kann zur Abfihrung von im

Betrieb im Lumineszenzkonversionsstoff erzeugter Warme wvon
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diesem dienen. Sie wirkt also fur den

Lumineszenzkonversionsstoff als Warmesenke

Fir den Fall, dass die Abdeckplatte einen
Lumineszenzkonversionsstoff umfasst, erweist es sich als
besonders vorteilhaft, wenn das Verbindungselement
strahlungsreflektierend ausgebildet ist und das
Verbindungselement die Abdeckplatte an ihrer dem
Halbleiterchip zugewandten Seite bis auf einen Bereich an der
Strahlungsdurchtrittsflache des Halbleiterchips vollstandig
bedeckt. In diesem Fall dient das Verbindungselement also als
Spiegel, der auch konvertierte, vom
Lumineszenzkonversionsstoff re-emittierte elektromagnetische
Strahlung von der Strahlungsdurchtrittsflache des
Halbleiterchips weg reflektieren kann. In diesem Fall ist es
insbesondere auch moéglich, dass die Abdeckplatte eine von der
Quaderform abweichende Form aufweist. Beispielsweise kann die
Abdeckplatte im Querschnitt trapezfdrmig ausgebildet sein. Die
Abdeckplatte kann also Seitenflachen umfassen, die in einem
Winkel von #90°, vorzugsweise von > 90° zur
Strahlungsdurchtrittsflache des Halbleiterchips verlaufen.
Beispielsweise konnen auch die Seitenflédchen vollstandig mit
dem Material des Verbindungselements bedeckt sein, so dass
sich durch die Formgebung der Abdeckplatte sowie das
reflektierende Verbindungselement eine Reflexion wvon
elektromagnetischer Strahlung, die von der
Strahlungsdurchtrittsfliache des Halbleiterchips weg gerichtet

ist, ergeben kann.

Das heiBt, gemdal zumindest einer Ausfihrungsform des
optoelektronischen Halbleiterbauteils weist die Abdeckplatte

zumindest eine Seitenflidche auf, die in einem Winkel > 90° zur
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Strahlungsdurchtrittsflache des Halbleiterchips verlauft.
Vorzugsweise ist diese Seitenfldche dann mit dem
Verbindungselement bedeckt, das strahlungsreflektierend
ausgebildet ist. Beispielsweise ist es mdglich, dass samtliche
Seitenflichen der Abdeckplatte einen Winkel von > 90° mit der
Strahlungsdurchtrittsfliache einschliefen und stellenweise oder
vollstandig mit dem strahlungsreflektierenden

Verbindungselement bedeckt sind.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauteils umfasst das Halbleiterbauteil einen
Gehdusekdrper, der einen Gehauseboden umfasst, auf welchem der
Halbleiterchip befestigt ist, und zumindest eine
Gehduseseitenwand, die den Halbleiterchip seitlich umschliefRt.
Gehduseseitenwand und Gehaduseboden kénnen dabei aus dem
gleichen Material bestehen und sind zum Beispiel einstilickig
miteinander ausgebildet. Beispielsweise sind Gehauseseitenwand
und Gehauseboden dadurch erzeugt, dass in einen Vollkdrper
eine Ausnehmung strukturiert ist. Die Bodenfliache der
Ausnehmung bildet den Gehaduseboden des Gehdusekérpers, die
Seitenflachen der Ausnehmung bilden die Gehduseseitenwande des

Gehausekorpers.

Die Abdeckplatte, an der der zumindest eine optoelektronische
Halbleiterchip befestigt ist, ist an der zumindest einen
Gehduseseitenwand befestigt. Das heiBt, der Halbleiterchip
steht in dieser Ausfiithrungsform sowohl mit dem Gehauseboden
des GehausekOrpers als auch mit der Abdeckplatte in Kontakt
und ist an beiden dieser Elemente mechanisch befestigt. Die
Abdeckplatte schlieBt den GehdusekdOrper vorzugsweise
hermetisch nach aulen ab, so dass der Gehausekdrper mit der

Abdeckplatte einen Schutz des Halbleiterchips vor
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atmospharischen Gasen und Feuchtigkeit darstellen kann. Ferner
kann die Abdeckplatte einen Schutz des
Lumineszenzkonversionsstoffs vor atmosphdrischen Gasen und
Feuchtigkeit darstellen, wenn dieser auf die Innenseite der

Abdeckplatte aufgebracht ist.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauteils schlieBt die Gehduseseitenwand zumindest an
ihrer dem Halbleiterchip zugewandten Seite mit dem
Gehauseboden zumindest stellenweise einen Winkel von groBer
als 90° ein. Vorzugswelse verliduft die Gehduseseitenwand dann
stellenweise auch in einem Winkel von groéBer als 90° zur
Strahlungsdurchtrittsflache des Halbleiterchips. Die
Gehduseseitenwand kann reflektierend beschichtet sein, so dass
die Gehauseseitenwand einen Reflektor von im Halbleiterchip

erzeugter elektromagnetischer Strahlung darstellt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauteils schliellt die Abdeckplatte zumindest
stellenweise biindig mit der Gehauseseitenwand ab. Das heiBt,
die Abdeckplatte Uberragt den Gehausekdrper nicht seitlich,
sondern weist hinsichtlich ihrer Grundflidche beispielsweise
die gleiche Form und die gleiche GroBe wie die Grundflache des
Gehausekdrpers auf. Auf diese Weise lasst sich ein besonders
kompaktes optoelektronisches Halbleiterbauteil realisieren.
Zum Beispiel weist das Halbleiterbauteil eine auBere Form auf,
die einem Quader entspricht. Das optoelektronische
Halbleiterbauteil selbst kann also von seiner auBeren Form
einem herkéommlichen Halbleiterchip gleichen. Reispielsweise
weist das Halbleiterbauteil dabei eine Grundflache wvon
wenigstens 0,25 mm? und héchstens 50 mm® auf. Das

optoelektronische Halbleiterbauteil selbst kann auf eine
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Leiterplatte montiert werden oder in den Gehausekdrper einer
Ublichen oberfldchenmontierbaren Leuchtdiode eingebracht
werden und beispielsweise mit einem transparenten
Vergussmaterial vergossen werden. Insgesamt bildet das
optoelektronische Halbleiterbauteil ein besonders kompaktes
Halbleiterbauteil, das in seinen auBeren Abmessungen hodchstens
um 50 % groBer ist wie der optoelektronische Halbleiterchip
oder die optoelektronischen Halbleiterchips des
optoelektronischen Halbleiterbauteils. Zum Beispiel ist die
Grundflidche des Halbleiterbauteils hdochstens um 50 % groler
als die Grundfldche des optoelektronischen Halbleiterchips
oder als die Summe der Grundfldchen der optoelektronischen

Halbleiterchips des optoelektronischen Halbleiterbauteils.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauteils besteht der Gehdusekdrper aus einem
Halbleitermaterial oder einem Keramikmaterial. Auf den
Gehdusekdrper kann dann eine Schicht aus einem Metall
abgeschieden sein, die zur Befestigung und/oder zur
Kontaktierung des Halbleiterchips des Halbleiterbauteils
dient. Der Gehadusekdrper kann beispielsweise aus einem
keramischen Material wie Aluminiumoxid oder Aluminiumnitrid

oder einem Halbleitermaterial wie Silizium gebildet sein.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauteils weist der Gehduseboden des Gehausekdrpers
zumindest einen Durchbruch auf, mittels dem der Halbleiterchip
elektrisch kontaktierbar ist. Der Durchbruch reicht wvom
Gehduseboden des Gehdusekdrpers nach aulen und stellt ein Loch
im Gehauseboden dar. Der Durchbruch kann mit einem elektrisch
leitenden Material befiillt sein, lber das der Halbleiterchip

elektrisch angeschlossen werden kann.
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Es wird weiter ein Verfahren zur Herstellung eines

optoelektronischen Halbleiterbauteils angegeben. Das Verfahren

umfasst gemdl einer Ausfithrungsform die folgenden Schritte:

Zunachst wird eine Vielzahl optoelektronischer
Halbleiterchips, die jeweils eine Strahlungsdurchtrittsflache
aufweisen, bereitgestellt, wobei die
Strahlungsdurchtrittsfliache je an einer Hauptfldche des
jeweiligen Halbleiterchips ausgebildet ist. Die
Halbleiterchips konnen sich beispielsweise noch im
Waferverbund befinden. Es ist aber auch méglich, dass die

Halbleiterchips auf einen Zwischentrager aufgebracht sind.

In einem weiteren Verfahrensschritt wird eine Abdeckplatte
bereitgestellt, die derart grol gewahlt ist, dass sie
samtliche optoelektronischen Halbleiterchips der Vielzahl

optoelektronischer Halbleiterchips uUberragt.

In einem weiteren Verfahrensschritt wird die Vielzahl der
optoelektronischen Halbleiterchips zum Beispiel gleichzeitig
an der Abdeckplatte befestigt und elektrisch mit der
Abdeckplatte kontaktiert. Dazu wird beispielsweise die
Abdeckplatte Uber die Vielzahl der optoelektronischen
Halbleiterchips an deren Strahlungsdurchtrittsflichen gelegt.
Anschlussstellen an den Hauptflachen der optoelektronischen
Halbleiterchips, welche die Strahlungsdurchtrittsfldchen
umfassen, konnen mittels Bondtechniken oder Loten mit
Verbindungselementen, die an der Abdeckplatte ausgebildet
sind, wverbunden werden. Ferner kdonnen die optoelektronischen
Halbleiterchips an ihren Strahlungsdurchtrittsflachen mit
einem transparenten Klebstoff mit der Abdeckplatte verbunden

werden.
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In einem abschlieBenden Verfahrensschritt wird die Anordnung
aus Abdeckplatte und Halbleiterchips zu einzelnen
optoelektronischen Halbleiterbauteilen vereinzelt, wobei jedes
Halbleiterbauteil zumindest einen optoelektronischen

Halbleiterchip umfasst.

Beispielsweise wird mit dem Verfahren ein optoelektronisches
Halbleiterbauteil erzeugt, wie es in Verbindung mit den
vorangegangenen Ausfihrungsformen beschrieben ist. Das heilit,
samtliche in Verbindung mit dem optoelektronischen
Halbleiterbauteil beschriebenen Merkmale sind auch in

Verbindung mit dem Verfahren offenbart und umgekehrt.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens umfasst

das Verfahren zusatzlich Verfahrensschritte wie folgt:

Es wird eine Vielzahl von GehausekOrpern bereitgestellt, die
jeweils einen Gehauseboden und zumindest eine
Gehduseseitenwand umfassen. AnschlieBend wird die Abdeckplatte
an der Vielzahl von GehausekOrpern befestigt. Dabei wird die
Abdeckplatte derart auf die Gehausekdrper gelegt, dass in
jedem Gehdusekdrper zumindest ein optoelektronischer
Halbleiterchip angeordnet ist. Die Tiefe der Ausnehmung im
jeweiligen GehausekOrper, das heiBt der Abstand zwischen der
Bodenfliache des Gehdusekdrpers und der Abdeckplatte, ist dabei
derart gewahlt, dass der Halbleiterchip sich sowohl mit der
Abdeckplatte als auch mit der Bodenflache des Gehausekdrpers
zumindest in mittelbarem Kontakt befindet. Das heiBt, der
Halbleiterchip muss nicht in direktem Kontakt mit den beiden
genannten Komponenten stehen, sondern es kann sich

beispielsweise Jjeweils ein Verbindungsmaterial, wie ein
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Lotmaterial, zwischen Halbleiterchip und Gehduseboden sowie

zwischen Halbleiterchip und Abdeckplatte befinden.

Das Befestigen der Abdeckplatte kann dabei gleichzeitig mit
dem Befestigen des Halbleiterchips am Gehaduseboden des
Gehdusekdrpers erfolgen. Beigpielsweise erfolgt das Befestigen
jeweils mittels eines Bondprozesses durch Erwadrmen der

Anordnung aus Gehausekdrper und Abdeckplatte.

Das Befestigen der Abdeckplatte an der Vielzahl von
Gehdusekdrpern ist vor oder nach dem Vereinzeln der
Abdeckplatte mdglich, so dass die Vielzahl wvon
optoelektronischen Halbleiterchips gleichzeitig in eine
Vielzahl von Gehausekdrpern eingebracht werden kann. Auch die
Gehausekdrper konnen dabei in einem Verbund von Gehausekdrpern
zusammengefasst sein. Beispielsweise ist der Verbund aus
Gehdusekdrpern durch eine Platte aus einem Halbleitermaterial
oder einem Keramikmaterial gebildet, in das Ausnehmungen
eingebracht sind, die jeweils wenigstens einen

optoelektronischen Halbleiterchip aufnehmen kénnen.

AbschlieBend kann der Verbund aus Abdeckplatte und
Gehdusekdrpern zu einzelnen optoelektronischen
Halbleiterbauteilen zertrennt werden. Dies kann beigspielsweise
durch ein Sagen zumindest durch die Abdeckplatte und - falls
diese zusammenhdngen - auch durch die Vielzahl der

Gehdusekdrper erfolgen.

Im Folgenden wird das hier beschriebene optoelektronische
Halbleiterbauteil sowie das hier beschriebene Verfahren zur

Herstellung eines optoelektronischen Halbleiterbauteils anhand
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von Ausfihrungsbeispielen und den zugehdrigen Figuren naher

erlautert.

Die Figuren 1 bis 5 zeigen Ausfiihrungsbeispiele von hier
beschriebenen optoelektronischen Halbleiterbauteilen

in schematischen Darstellungen.

Die Figur 6 zeigt eine schematische Draufsicht auf einen
optoelektronischen Halbleiterchip, wie er in
Ausfiihrungsbeispielen von hier beschriebenen
optoelektronischen Halbleiterbauteilen zum Einsatz

kommen kann.

Die Figuren 7 bis 10 zeigen anhand schematischer Darstellungen
weitere Ausfiihrungsbeispiele von hier beschriebenen

optoelektronischen Halbleiterbauteilen.

Die Figuren 11A bis 11C zeigen anhand schematischer
Schnittdarstellungen ein Ausfihrungsbeispiel eines
hier beschriebenen Verfahrens zur Herstellung eines

optoelektronischen Halbleiterbauteils.

Gleiche, gleichartige oder gleich wirkende Elemente sind in
den Figuren mit denselben Bezugszeichen versehen. Die Figuren
und die GroRenverhdltnisse der in den Figuren dargestellten
Elemente untereinander sind nicht als maBstablich zu
betrachten. Vielmehr kénnen einzelne Elemente zur besseren
Darstellbarkeit und/oder zum besseren Verstidndnis Ubertrieben

groBl dargestellt sein.

Die Figur 1A zeigt anhand einer schematischen

Schnittdarstellung ein erstes Ausfihrungsbeispiel eines hier
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beschriebenen optoelektronischen Halbleiterbauteils. Die Figur
1B zeigt das Halbleiterbauteil in einer schematischen

Draufsicht durch die Abdeckplatte 2 hindurch.

Das optoelektronische Halbleiterbauteil umfasst einen
optoelektronischen Halbleiterchip 1, hier beispielsweise einen
Leuchtdiodenchip 1. Der Halbleiterchip 1 weist eine
quaderfdrmige Form auf. Die Deckfldche des Quaders bildet die
Hauptflache 10, welche die Strahlungsdurchtrittsflache 11 des
optoelektronischen Halbleiterchips 1 umfasst. An seiner
Strahlungsdurchtrittsflache 11 ist der optoelektronische
Halbleiterchip 1 mit der Abdeckplatte 2 verbunden. Dazu kann
zwischen dem optoelektronischen Halbleiterchip und der
Abdeckplatte 2 ein Verbindungsmaterial 6 angeordnet sein.
Beispielsweise bedeckt das Verbindungsmaterial 6 die
Strahlungsdurchtrittsflache 11 vollstédndig. Bei dem
Verbindungsmaterial 6 kann es sich um einen
strahlungsdurchlédssigen Klebstoff handeln. Ferner ist der
optoelektronische Halbleiterchip 1 mittels des
Verbindungselements 4 mit der Abdeckplatte 2 mechanisch und

elektrisch leitend verbunden.

Bei der Abdeckplatte 2 handelt es sich um einen
strahlungsdurchlédssigen Korper, der quaderfdrmig ausgebildet
sein kann. Die Abdeckplatte 2 ist beispielsweise mit einem der
folgenden Materialien gebildet: Glas, strahlungsdurchlassiger
Kunststoff, Keramik. In die Abdeckplatte 2 kodnnen Partikel 21
eines Lumineszenzkonversionsstoffs eingebracht sein.
Beispielsweise erzeugt der optoelektronische Halbleiterchip 1
im Betrieb elektromagnetische Strahlung im blauen und/oder
ultravioletten Spektralbereich. Die Partikel des

Lumineszenzkonversionsstoffs in der Abdeckplatte 2
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konvertieren diese elektromagnetische Strahlung dann in

elektromagnetischer Strahlung hoherer Wellenlédngen.

Darliber hinaus ist es auch mdglich, dass die Abdeckplatte 2
aus einem keramischen Lumineszenzkonversionsmaterial gebildet

ist und aus diesem besteht.

Das Verbindungselement 4 ist beispielsweise als diinne
Metallschicht auf der dem optoelektronischen Halbleiterchip 1
zugewandten Seite der Abdeckplatte 2 aufgebracht.
Beispielsweise enthdlt oder besteht das Verbindungselement 4
aus einem der folgenden Materialien: Titan, Platin, Silber,
Rhodium, Kupfer, Gold, Aluminium, TCO. Das Verbindungselement
4 ist beispielsweise durch einen Siebdruckprozess, einen
Schwammdruckprozess mit elektrisch leitfahiger Tinte -
beispielsweise einer Silber- oder LTCC- (Low Temperature
Cofired Ceramic) Paste, chemischer Dampfphasenepitaxie,
Elektrodenstrahlabscheidung, Sputtern oder anderer Methoden

auf die Abdeckplatte 2 aufgebracht.

Das Verbindungselement 4 ist vorliegend als Band ausgebildet,
das mit Anschlussstellen 13 an der Hauptflache 10 des
optoelektronischen Halbleiterchips verbunden ist. Die
Verbindung ist beispielsweise durch Léten oder einen
thermischen Diffusionsbondprozess hergestellt. Darltber hinaus
ist es moglich, dass das Verbindungselement durch einen
elektrisch leitfahigen Klebstoff gebildet ist, so dass der
optoelektronische Halbleiterchip 1 bereichsweise mittels des
Verbindungselements an der Abdeckplatte 2 festgeklebt ist.
Dabei ist es auch moglich, dass auf ein weiteres

Verbindungsmittel 6 ganzlich verzichtet wird, und der
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optoelektronische Halbleiterchip 1 ausschlieBlich iiber das

Verbindungselement 4 mit der Abdeckplatte 2 verbunden ist.

Die Anschlussstellen 13 an der Hauptfldche 10 des
optoelektronischen Halbleiterchips 1, die auch die
Strahlungsdurchtrittsfliache 11 umfasst, koénnen beispielsweise
als Metallbeschichtungen ausgefiihrt sein, welche die
Hauptflache 10 gitterartig oder in mehreren Linien bedecken,
um eine ausreichende Stromaufweitung uUber den gesamten
optoelektronischen Halbleiterchip 1 sicherzustellen (siehe

dazu auch die Figur o).

An der dem Halbleiterchip 1 zugewandten Seite der Abdeckplatte
2 ist die Kontaktstelle 3 angeordnet. Die Kontaktstelle 3 ist
elektrisch leitend mit dem Verbindungselement 4 verbunden.
Beispielsweise erstreckt sich die Kontaktstelle 3 seitlich
entlang einer Seitenflache des Halbleiterchips 1. Die
Kontaktstelle 3 ist beabstandet zum Halbleiterchip 1
angeordnet und ebenso wie der optoelektronische Halbleiterchip
1 von der Abdeckplatte 2 iberragt. Mittels der Kontaktstelle 3
kann der optoelektronische Halbleiterchip 1 beispielsweise n-
seitig elektrisch kontaktiert werden. Das dargestellte
optoelektronische Halbleiterbauelement kann zum elektrischen
Anschluss auf eine Leiterplatte montiert werden. Das
optoelektronische Halbleiterbauteil umfasst dann lediglich den
optoelektronischen Halbleiterchip 1, die Abdeckplatte 2 sowie
die Kontaktstelle 3. Es ist oberfladchenmontierbar ausgebildet.
Auf die Verbindung durch einen Kontaktdraht kann aufgrund der
Verwendung des Verbindungselements 4 vorteilhaft verzichtet

werden.
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In Verbindung mit der Figur 2 ist anhand einer schematischen
Schnittdarstellung ein weiteres Ausfihrungsbeispiel eines hier
beschriebenen optoelektronischen Halbleiterbauteils nédher
erldautert. In diesem Ausfithrungsbeispiel ist die Abdeckplatte
2 reflektorartig ausgebildet. Das heiBt, die Abdeckplatte 2
welst Seitenfldchen 22 auf, die in einem Winkel o > 90° zur
Strahlungsdurchtrittsflidche 11 des optoelektronischen
Halbleiterchip 1 verlaufen. Im Querschnitt ist die
Abdeckplatte 2 beispielsweise trapezfdrmig ausgebildet. Die
dem optoelektronischen Halbleiterchip 1 zugewandte Seite der
Abdeckplatte 2, das heilt die Seitenfliachen 22 sowie die
Bodenfldche 23, ist dort, wo sich die
Strahlungsdurchtrittsflidche 11 des optoelektronischen
Halbleiterchips 1 nicht befindet, vollstadndig wvom
Verbindungselement 4 bedeckt. Das Verbindungselement 4 ist
elektrisch leitend und reflektierend ausgebildet und besteht
beispielsweise aus einer diinnen Silberbeschichtung. Das
Verbindungselement 4 nimmt eine Doppelfunktion wahr: Zum einen
dient es zur Bestromung des Halbleiterchips 1 mittels der
Kontaktstellen 3, zum anderen reflektiert es erzeugte
elektromagnetische Strahlung 7 und konvertierte
elektromagnetische Strahlung 7 weg von der
Strahlungsdurchtrittsflache 11, also in Hauptabstrahlrichtung

des optoelektronischen Halbleiterchips 1.

Die Abdeckplatte 2 ist in diesem Fall beispielsweise aus einem
keramischen Lumineszenzkonversionsstoff gebildet. Im Betrieb
des optoelektronischen Halbleiterchips 1 und bei der
Konversion von elektromagnetischer Strahlung erzeugte Warme
wird durch die groRlfliachige Abdeckplatte 2, die den
optoelektronischen Halbleiterchip 1 in lateraler Richtung R

iberragt, sowie die Kontaktstelle 3 besonders gut abgefiihrt.
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In Verbindung mit den schematischen Darstellungen der Figuren
3A und 3B ist anhand eines weiteren Ausfihrungsbeispiel eines
hier beschriebenen optoelektronischen Halbleiterbauteils
erlautert, dass das optoelektronische Halbleiterbauteil
mehrere optoelektronische Halbleiterchips, vorliegend vier
Chips, umfassen kann. Zur elektrischen Kontaktierung der vier
optoelektronischen Halbleiterchips kann das Halbleiterbauteil
eine einzige Kontaktstelle 3 umfassen, die mittels eines
groBflachigen Verbindungselements 4 mit den Halbleiterchips 1
elektrisch leitend verbunden ist. Bei den optoelektronischen
Halbleiterchips 1 kann es sich dabei um optoelektronische

Halbleiterchips unterschiedlicher Bauweise handeln.

In Verbindung mit den Figuren 4A und 4B ist anhand
schematischer Darstellung erlautert, dass das
optoelektronische Halbleiterbauteil mehrere Kontaktstellen 3
umfassen kann. Durch die Verwendung mehrerer Kontaktstellen 3
ist beispielsweise eine verbesserte Warmeableitung von der im
Betrieb des optoelektronischen Halbleiterchips und bei der
Konversion erzeugten Warme mdglich. Ferner ist die
Stromverteilung in den optoelektronischen Halbleiterchip 1
verbessert. Beispielsweise kann das Verbindungselement 4 dazu
rahmenartig um den optoelektronischen Halbleiterchip 1 herum
angeordnet sein, so dass das Verbindungselement 4 mit
samtlichen Kontaktstellen 3 elektrisch leitend verbunden ist.
Es ist jedoch auch moglich, dass das Verbindungselement 4
durch einzelne Bander gebildet ist, die von einer
Kontaktstelle 3 jeweils zum optoelektronischen Halbleiterchip
1 reichen. SchlieBlich ist es moglich, dass das
Verbindungselement 4 streifenartig ausgebildet ist und
beispielsweise die an einer Seitenflache des Halbleiterchips 1

angeordneten Kontaktstellen 3 miteinander verbindet.
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Beim in Verbindung mit den Figuren 5A und 5B beschriebenen
Ausfiihrungsbeispiel eines hier beschriebenen
optoelektronischen Halbleiterbauteils weist das
optoelektronische Halbleiterbauteil eine einzige Kontaktstelle
3 auf, die rahmenartig um den Halbleiterchip 1 herumgefiihrt
ist, so dass sie den Halbleiterchip 1 vollstandig seitlich
umschlieBt. Die einzige Kontaktstelle 3 ist mittels eines
rahmenartigen Verbindungselements 4, welches die
Strahlungsdurchtrittsflache 11 des Halbleiterchips 1
rahmenformig umschlieBt, an den optoelektronischen
Halbleiterchip 1 angeschlossen. Dies fihrt zu einer besonders
guten und gleichmalRigen Stromeinpragung in den Halbleiterchip
1 tber die gesamte Hauptflache 10. Die Anschlussstellen 13 auf
der Hauptfldche 10 des strahlungsemittierenden Halbleiterchips
1 kdnnen in diesem Fall besonders diinn ausgefihrt sein. Auf
diese Weise ist die Strahlungsdurchtrittsfldche 11, also
diejenige Flache der Hauptfladche 10, die nicht wvon den

Anschlussstellen 13 bedeckt ist, besonders groll ausgebildet.

Beispielsweise die Figur 6 zeigt in einer schematischen
Draufsicht die Hauptflache 10 eines optoelektronischen
Halbleiterchips, wie er in den hier beschriebenen
Ausfiihrungsbeispielen des Halbleiterbauteils Verwendung finden

kann.

Im in Verbindung mit den Figuren 5A und 5B beschriebenen
Ausfihrungsbeispiel ist es insbesondere mdglich, dass der
optoelektronische Halbleiterchip 1 lediglich iber das
groRflachig ausgefithrte Verbindungselement 4 mit der

Abdeckplatte 2 verbunden ist und kein zusdtzliches
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Verbindungsmittel 6 zwischen der Strahlungsdurchtrittsflache

11 und der Abdeckplatte 2 angeordnet ist.

Das Verbindungselement 4 kann, wie in allen hier gezeigten
Ausfihrungsbeispielen, strahlungsreflektierend oder
strahlungsdurchlédssig ausgebildet sein. Insbesondere im Falle
eines groBlflachig ausgefihrten Verbindungsmaterials 4, wie es
beispielsweise im Ausfihrungsbeispiel der Figuren 5A und 5B
der Fall ist, kann das Verbindungselement 4 auch durch eine

TCO-Material gebildet sein.

In Verbindung mit den schematischen Darstellungen der Figuren
7A bis 7C ist ein weiteres Ausfihrungsbeispiel eines hier
beschriebenen optoelektronischen Halbleiterbauteils nédher
erlautert. Im Unterschied beispielsweise zum in Verbindung mit
den Figuren 1A und 1B beschriebenen Ausfiihrungsbeispiel
umfasst das Halbleiterbauteil einen GehdusekOrper 5, der den
optoelektronischen Halbleiterchip 1 an dessen Seitenfldchen
und an dessen der Hauptflache 10 abgewandten Bodenflache
umgibt. Der Gehdusekdrper 5 ist beispielsweise aus einem
Halbleitermaterial oder einem Keramikmaterial gebildet.
Beispielsweise ist eine Ausnehmung zur Bildung des
Gehdusekdrpers 5 in einen VollkOrper strukturiert. Die

Ausnehmung kann beispielsweise in den VollkOrper geatzt sein.

Der GehausekOrper 5 kann aber auch mehrteilig ausgefiihrt sein.
In diesem Fall ist es insbesondere mdglich, dass der
Gehduseboden 51 des Gehdusekdrpers 5 mit einem anderen

Material als die Gehduseseitenwand 52 gebildet ist.

Der Halbleiterkdrper 5 umfasst einen Gehauseboden 51, auf den

eine Metallisierung 53 aufgebracht sein kann. Auf der
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Metallisierung 53 kann der optoelektronische Halbleiterchip
beispielsweise durch Bonden, Kleben oder Loten befestigt sein.
Ferner umfasst der GehdusekOrper 5 eine Gehiduseseitenwand 52,
die den optoelektronischen Halbleiterchip 1 seitlich umgibt.
Die Gehéduseseitenwand 52 kann auf ihrer dem Halbleiterchip 1
zugewandten Seite einen Winkel > 90° mit dem Gehauseboden 51
einschlieBen. Auf die derart schriag angeordnete
Gehduseseitenwand 52 kann stellenweise eine Metallisierung 53
aufgebracht sein, die zur Kontaktierung des optoelektronischen
Halbleiterchips 1 dient. Ferner kann sich am duBeren, dem
Gehduseboden 51 abgewandten Rand der Gehduseseitenwand 52 eine
Metallisierung 53 befinden, die zur Befestigung der
Abdeckplatte 2 auf dem Gehausekdrper 5 dient. Die
Metallisierungen 53 koénnen beispielsweise folgende Metalle
enthalten oder aus diesen bestehen: Titan, Platin, Zinn, Gold,

Silber, Aluminium oder aus Legierungen dieser Materialien.

Auf die Gehauseseitenwand 52 und gegebenenfalls eine auf der
Gehduseseitenwand 52 angeordnete Metallisierung 53 kann eine
Passivierungsschicht aufgebracht sein, die beispielsweise
Siliziumoxid, Siliziumnitrid, Aluminiumnitrid oder ein anderes
transparentes, elektrisch isolierendes Material enthalt. Die
Passivierung kann beispielsweise mittels Sputtern auf die
Gehduseseitenwand 52 aufgebracht sein. Auf der Passivierung
kann ein hoch reflektierendes Material wie eine Schicht aus
Silber oder Aluminium aufgebracht sein, die zur Reflexion wvon
im Betrieb des Halbleiterchips erzeugter elektromagnetischer

Strahlung dient.

Wie insbesondere aus der Figur 7B ersichtlich ist, verbindet
das Verbindungselement 4 auf der Abdeckplatte 2 den

optoelektronischen Halbleiterchip 1 mit der Metallisierung 53
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an der Gehauseseitenwand 52. Das Verbinden der Abdeckplatte 2
mit dem optoelektronischen Halbleiterchip 1 kann dabei nach
oder vor dem Befestigen des Halbleiterchips 1 im GehadusekOrper
5 erfolgen. Das heiBt, der optoelektronische Halbleiterchip 1
kann beispielsweise zusammen mit der Abdeckplatte 2, also
bereits auf der Abdeckplatte 2 befestigt, am Gehdusekdrper 5
befestigt werden. Das Befestigen der Abdeckplatte 2 am
Gehdusekdrper 5 sowie des optoelektronischen Halbleiterchips
am Gehduseboden 51 beziehungsweise der Abdeckplatte 2 am
optoelektronischen Halbleiterchip 1 kann in einem einzigen
Verfahrensschritt beispielsweise durch thermisches
Diffusionsbonden, eutektisches Bonden oder anodisches Bonden

erfolgen.

Die Figur 7C zeigt anhand einer schematischen Darstellung die
Riickseite 55 des Gehdusekodrpers 5. Auf der Riickseite 55 des
Gehausekdrpers 5 sind zwei Durchbriiche 54 angeordnet, durch
die hindurch der optoelektronische Halbleiterchip 1 elektrisch

kontaktiert werden kann.

In Verbindung mit den Figuren 8A bis 8C ist anhand
schematischer Darstellungen ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel
eines hier beschriebenen optoelektronischen Halbleiterbauteils
naher erlautert. In diesem Ausfiihrungsbeispiel ist der
optoelektronische Halbleiterchip 1 durch Durchbriiche 54 in der
Abdeckplatte 2 iUber die Abdeckplatte mittels Kontaktdrahten 8
kontaktiert. An der Rickseite 55 des Gehausebodens befinden

sich dann keine Durchbriiche.

In Verbindung mit der Figur 9 ist anhand einer schematischen
Darstellung ein Ausfiihrungsbeispiel des hier beschriebenen

Halbleiterbauteils nadher erlautert, bei dem der
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optoelektronische Halbleiterchip 1 mittels zweier
Verbindungselemente 4, die jeweils auf der Abdeckplatte 2
angeordnet sind, kontaktiert wird. Eine weitere Kontaktierung
des Halbleiterchips 1 kann dabei von der Riickseite 55 des

Gehdusekdrpers 5 her erfolgen.

In Verbindung mit der Figur 10 ist ein Ausfihrungsbeispiel
eines hier beschriebenen optoelektronischen Halbleiterbauteils
anhand einer schematischen Ansicht ndher erldutert, beili dem
das Verbindungselement 4 groBfldchig auf die dem
Halbleiterchip 1 zugewandte Seite der Abdeckplatte 2
aufgebracht ist. Lediglich der Bereich der Abdeckplatte, der
der Strahlungsdurchtrittsflache 11 des Halbleiterchips direkt

gegenliberliegt, bleibt frei vom Verbindungselement 4.

Beispielsweise handelt es sich beim Verbindungselement 4 in
diesem Fall um ein reflektierend oder strahlungsdurchlédssig
ausgefiihrtes Verbindungselement 4. Handelt es sich bei dem
Verbindungselement 4 um ein strahlungsdurchlédssiges
Verbindungselement, so kann dieses beispielsweise durch eine
Beschichtung aus einem TCO-Material gebildet sein. Die
Beschichtung aus dem TCO-Material weist dabei vorzugsweise
eine Dicke zwischen wenigstens 300 nm und hochstens 600 nm
auf. Das Verbindungselement 4 kann mit Anschlussstellen 13 des
Halbleiterchips 1 elektrisch verbunden sein, die
beispielsweise als Ortlich begrenzte Verbindungspunkte
ausgebildet sind. Ferner ist es mdglich, dass das
Verbindungselement 4 im Randbereich der Hauptflache 10 des
optoelektronischen Halbleiterchips 1 groflflachig mit diesem in
Kontakt steht und die Strahlungsdurchtrittsfldche 11 des

optoelektronischen Halbleiterchips seitlich umschlielt.
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In Verbindung mit den Figuren 11A bis 11C ist anhand
schematischer Schnittdarstellungen ein Ausfihrungsbeispiel
eines hier beschriebenen Verfahrens zur Herstellung eines
optoelektronischen Halbleiterbauteils naher erldutert. Im in
Verbindung mit der Figur 11A dargestellten Verfahrensschritt
wird zundchst eine Abdeckplatte 2 bereitgestellt, die mit
einer Vielzahl von Kontaktstellen 3 versehen ist, die sich

jeweils mit Verbindungselementen 4 in Kontakt befinden.

In einem weiteren Verfahrensschritt, siehe die Figur 11B, wird
eine Vielzahl von optoelektronischen Halbleiterchips 1 tber
die Verbindungselemente 4 und gegebenenfalls ein
Verbindungsmittel 6 mit der Abdeckplatte 2 verbunden. Dabei
kénnen samtliche optoelektronische Halbleiterchips 1

gleichzeitig mit der Abdeckplatte 2 verbunden werden.

In einem weiteren Verfahrensschritt 11C werden die
optoelektronischen Halbleiterchips 1 und die Kontaktstellen 3
mit Gehdusekdrpern 5 verbunden, die einzeln oder, wie in der
Figur 11 C dargestellt, im Verbund vorliegen kénnen. Es ist
auch moéglich, dass die optoelektronischen Halbleiterchips 1
zundchst mit den Gehdusekdrpern 5 verbunden werden und die
Abdeckplatte 2 dann auf die bereits in den Gehausekdrpern 5
befestigten oder eingebrachten optoelektronischen
Halbleiterchips 1 aufgebracht wird. Insbesondere kann ein
Befestigen der Abdeckplatte 2 mit den optoelektronischen
Halbleiterchips 1 und ein Befestigen der optoelektronischen
Halbleiterchips 1 am Gehausekdrper 5 dann im gleichen
Verfahrensschritt, beispielsweise durch Erwdrmen der gesamten

Anordnung, erfolgen.
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In einem abschlieRenden Verfahrensschritt kann die Anordnung
aus Abdeckplatte 2, optoelektronischen Halbleiterchip 1 und
Gehdusekdrper 5 dann zu optoelektronischen Halbleiterbauteilen
vereinzelt werden.

Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der
Ausfiihrungsbeispiele auf diese beschrankt. Vielmehr umfasst
die Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination wvon
Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in
den Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal oder
diese Kombination selbst nicht explizit in den

Patentanspriichen oder Ausfiihrungsbeispielen angegeben ist.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 102009005709.9, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.



10

15

20

25

30

WO 2010/084101 PCT/EP2010/050536

Patentanspriiche

1. Optoelektronisches Halbleiterbauteil mit

- zumindest einem optoelektronischen Halbleiterchip (1), der
eine Strahlungsdurchtrittflache (11) aufweist, wobei die
Strahlungsdurchtrittfldche (11) an einer Hauptfladche (10) des
Halbeiterchips (1) ausgebildet ist,

- einer Abdeckplatte (2), die am optoelektronischen
Halbleiterchip (1) befestigt ist und die gesamte
Strahlungsdurchtrittfldche (11) des Halbleiterchips (1)
iberspannt, wobei die Abdeckplatte (2) den Halbleiterchip (1)
seitlich {iberragt,

- einer Kontaktstelle (3), die an der dem Halbleiterchip (1)
zugewandten Seite der Abdeckplatte (2) an der Abdeckplatte (2)
befestigt ist, wobei

- die Kontaktstelle (3) mittels eines Verbindungselements (4)
mit zumindest einer Anschlussstelle (13) des Halbleiterchips
(1) elektrisch leitend verbunden ist, und

- die Anschlussstelle (13) an der Hauptfldche (10) des

Halbeiterchips (1) angeordnet ist.

2. Optoelektronisches Halbleiterbauteil gemal dem vorherigen
Anspruch, bei dem

das Verbindungselement (4) auf der dem Halbleiterchip (1)
zugewandten Seite der Abdeckplatte (2) an der Abdeckplatte (2)

befestigt ist.

3. Optoelektronisches Halbleiterbauteil gemal einem der
vorherigen Anspriiche, bei dem
das Verbindungselement (4) die Abdeckplatte (2) an ihrer dem

Halbleiterchip (1) zugewandten Seite bis auf einen Bereich an
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der Strahlungsdurchtrittfldche (13) des Halbleiterchips (1)
vollstandig bedeckt.

4, Optoelektronisches Halbleiterbauteil gemal einem der
vorherigen Anspriiche, bei dem
das Verbindungselement (4) strahlungsdurchlédssig oder

strahlungsreflektierend ist.

5. Optoelektronisches Halbleiterbauteil gemdlR einem der
vorherigen Anspriiche, bei dem
das Verbindungselement (4) die Strahlungsdurchtrittflache (11)

des Halbleiterchips (1) seitlich vollstandig umschliefBt.

6. Optoelektronisches Halbleiterbauteil gemal einem der
vorherigen Anspriiche, bei dem
die Kontaktstelle (3) den Halbleiterchip (1) seitlich

vollstandig umschlieBt.

7. Optoelektronisches Halbleiterbauteil gemal einem der
vorherigen Anspriiche, bei dem
die Abdeckplatte (2) einen Lumineszenzkonversionsstoff

umfasst.

8. Optoelektronisches Halbleiterbauteil gemal einem der
vorherigen Anspriiche mit

- einem Gehausekorper (5), der einen Gehauseboden (51)
umfasst, auf der der Halbleiterchip (1) befestigt ist und
zumindest eine Gehaduseseitenwand (52), die den Halbleiterchip
seitlich umschlieBt, wobei

- die Gehaduseseitenwand (52) einstiickig mit dem Gehduseboden

(51) ausgebildet ist, und
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- die Abdeckplatte (2) an der zumindest einen

Gehduseseitenwand (52) befestigt ist.

9. Optoelektronisches Halbleiterbauteil gemal dem vorherigen
Anspruch, bei dem
die Gehauseseitenwand (52) mit dem Gehduseboden (51)

stellenweise einen Winkel von grdéBer als 90° einschlieBt.

10. Optoelektronisches Halbleiterbauteil gemdl einem der
vorherigen Anspriiche, bei dem
die Abdeckplatte (2) zumindest stellenweise blindig mit der

Gehduseseitenwand (52) abschlielt.

11. Optoelektronisches Halbleiterbauteil gemal einem der
vorherigen Anspriiche, bei dem
der GehdusekoOrper (5) aus einem Halbleitermaterial oder einem

Keramikmaterial besteht.

12. Optoelektronisches Halbleiterbauteil gemal einem der
vorherigen Anspriiche, bei dem

der der Gehauseboden (51) zumindest einen Durchbruch (54)
aufweist, durch den der Halbleiterchip (1) elektrisch

kontaktierbar ist.

13. Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen
Halbleiterbauteils mit den folgenden Schritten:

- Bereitstellen einer Vielzahl optoelektronischer
Halbleiterchips (1), die Jjeweils eine
Strahlungsdurchtrittfldche (11) aufweisen, wobei die
Strahlungsdurchtrittfldche (11) an einer Hauptfladche (10) des

jeweiligen Halbeiterchips ausgebildet ist,
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- Bereitstellen einer Abdeckplatte (2),

- insbesondere gleichzeitiges Befestigen und elektrisches
Kontaktieren der Vielzahl von optoelektronischen
Halbleiterchips (1) an der Abdeckplatte (2), wobei die
Strahlungsdurchtrittsflachen (11) der optoelektronischen
Halbleiterchips (1) der Abdeckplatte (2) zugewandt sind, und
- Vereinzeln der Anordnung aus Abdeckplatte (2) und den
Halbleiterchips (1) zu einzelnen optoelektronischen
Halbleiterbauteilen, wobei jedes Halbleiterbauteil zumindest

einen optoelektronischen Halbleiterchip (1) umfasst.

14. Verfahren gemaB dem vorherigen Anspruch mit den
zusdtzlichen Schritten:

- Bereitstellen einer Vielzahl von Gehausekdrpern (5), die
jeweils einen Gehauseboden (51) und zumindest eine
Gehaduseseitenwand (52) umfassen, und

- Befestigen der Abdeckplatte (2) an der Vielzahl von

Gehdusekdrpern.

15. Verfahren gemall einem der vorherigen Anspriliche,
wobei ein optoelektronisches Halbleiterbauteil gemal einer der

Anspriiche 1 bis 12 hergestellt wird.
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